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COMPOSAOT SEMICONDUCTEDR ACTIF A SURFACE REDUITE 



La presente invention conceme un npuveau type de 
conposant semiconductor. La presente invention .'applique plus 
particulierement aux conposants de puissance et aux conposants 
2 protection destines a supporter, de hautes tensions, ces 
conposants etant generalement qualifies de conposants .dxscrets 
bien que plusieurs tels conposants puissent etre prevus sur une 
.^eTuce, et/ou c^-ils puissent etre associes a des cxrcuxts 
loaictues prfvus sur la m§me puce. 

Las figures 1A et IB represented a titre d'exetfple 
une vue en perspective et une vue en coupe d ■ une . structure de 
diode de puissance vertical* classic. Cette diode est Jennee a 
pertir d'un substrat covenant une region 1 fortement dopee de 
type H («•) et une eouche 2 faiblement dopee de type N revetue 
£L coucne 3 de type P. La £ace superieure est revetue d'une 
m etallisaticn d'anode 4 et la face . inferieure est revetue dune 
. metallisation de cathode 5. La reference 6. desrgne une couche 

' La figure 2 est une vue ■ en perspective d'un thyristor 
•de puissance vertical.. Ce thyristor conprend. un substrat 10 
. faiblement dope de type N. Du c6te de la. surface 
. . forme un caisson- 11 de type P contenanf une region de cathode 12 
de type N. Du " c6te de. la surf ace . inferieure est formee une 
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couche 13 d' anode de type P. II est egalement prevu une metalli- 
sation d' anode MA, une metallisation de cathode* MK et une metal- 
lisation de gachette MG. Pour eviter que la metallisation 
d" anode vienne cgjaa?fe^£^ 10, ou pour separer 

5 ce thyristor^d^^T'conposant voisin, il est ^gerieralement prevu un 
mur d'i solvent peri^Ker i^qiie i 'de type'/© 15,-. ^^x v 




X v 



Incitieoraierity ^orf' notera que ^daris/ ia^ preserite\descrip- 
tion, le termeV' diode" designe une diode PN v oti Schottky destinee 
/a servir/en tant que^di ode- -de - pu-i s s ance de protection,, ou a\ava- 




// — v™ X/X xx j f^"~ xxx" " % - 

// que ou electronique, // discret— ou/iriteg-re, pou-r> x ^selon le cas, \ 

U /'// XX ~X >x X' \ \ \ 

/ / laxsser /passer un courarit en^directXet bloquerx v un courant ^en 



inverse /(diode de redressement') Xou^aX contraire laisser passer 

1C ~ ///«. . ■ ' vs^jf^uk^ , \\\, ■ 

15 un courant inverse quandrsla hxension^a^ses bornes \depasse .un' 

'111 \X' \ >^<ryA A'^fe^, \ \ \ \ n 

cer tai~ ^ -\ ^« Ji^L^i-^w*^ ~^v~: rC^~ \n ^ Xw ^l^'.Oi 

— _ . i I 

^ figure 




la peri5j? 
de la face 
adj acefrt 

V-r^contenant \un 1 autre -conrposant XGettejuSurface^de^ separation n' est 
pas associee_.a-ides~boraes.^aeS;tinees±a^etr.er.Gonneetees a des-ele- 

\^ \ ----- y y ^ ■ /^v^ 

,ments d'm v circuit electrique ou electroni que. -/Une telle, -surface/ 
/X ■ \\\ " . X/ // 

25 de-separation ne^constitue pas une diode (tantot passante 'tantot' 

\\ • ' y/ \ wx ^x>' x xx // 

\\ blobueeO liee a^desxBomes de connexion^a^un^circuit v // 

Vv <s > \ "^XX X ^ X*^ , // 

XX'Un inconvenient ~des~ conposant s verticaux reside^'/dans 

Vs S^A X . -| ( /• , - X^'^-c^ *. n^^' A - </X 

leur resistance a I'etat passant. En ef f et ,XLes.\ epaisseurs des 

v „rp!P»<=: munnes/ et ^reaions . sont or>t-i mi sees ^ en fonction df^s 

30 

1 ' epaisseur^de^-la^ couche de type N 2 (dipdej^bu 10 (thyristor) 
doit- etre suf f isamr^^ composant ait une 

tension de claquage desiree mais doit etre aussi faible que 
possible pour limiter - la resistance a I'etat passant du 
3 5 composant. Dans le - cas d'une diode, la couche N + 1 ri'a aucun 
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role actif dans le f onctionnement de la diode. Elle sert simple- 
rnent a assurer un contact ohmique avec la metallisation et est 
utilisee pour reduire la resistance de la diode a l'etat passant 
liee au fait qu'une plaquette de silicium a dans les technolo- 
gies* courarites ' une epaisseur 'de -300 ' a 500 jum/ dans la plupart - 
des cas bien superieure a 1' epaisseur souhaitee de la couche N 2 
(par exemple 60 " m pour supporter 600 V) . Dans le cas du 
thyristor, 1' epaisseur de la couche 10 est egalement imposee par 
1' epaisseur de la plaquette de silicium et divers moyens, 
souvent complexes, sont mis en oeuvre pour la reduire. 

Un autre inconvenient des composants verticaux est que 
la surface des jonctions actives/ est liee a la surface de la 
^puce '"semiconductrice occupee par le composant, .ces gonctions 
etant horizontales (dans des plans paralleles aux faces princi- 
pal es de la diode) . . • 

De plus, de tels composants destines a supporter ~de 
hautes tensions, posent de nombreux probl ernes pour assurer la 
tenue'en tension a la peripheric de la jonction semiconductrice 
ou Schottky, ainsi que pour isoler le composant dans son 
ensemble et assurer sa protection (mur d'isolement) . 

On a decrit uniquement a titre d' exemple de composants 
verticaux une diode PNN + et un thyristor, les problemes indiques 
ci-dessus concernent de fagon generale les composants de 
puissance' bu- haute tension verticaux,' par exemple des diodes 
Sehottky, des- commutateurs bidirectionnels, ou' des coirposants a" 
commande en tension, de type MOS. 

La presente invention vise a prevoir de nouveaux types 
de diodes et plus generalement de nouveaux types de coirposants 
semiconducteurs de puissance ou haute tension permettaht 
d'eviter au moins certains des incorivenients susmentionnes. des 
composants verticaux, en • particulier d'augmenter la surface de 
■■ johctioh active par. rapport v. a-' Ta surface : de la puce dans 
laquelle le composant est forme, de reduire la chute de tension 
a l'etat passant, de simplifier la structure peripherique des 
composants individueis ... 
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Pour atteindre ces objects, la presente invention 
prevoit un composant semiconducteur dans lequel les jonctions 
actives s'etendent perpendiculairement a la surface d'une puce 
semiconductrice , senB±Bl-emdnt^ suf^t^ute^l^^aisseur de celle-ci. 

Se3r6n^un mode de. realisation-. de la^presente invention, 
les contacts avec <rleB regions* devarit/>etre connecters sont pris 

yy ' . w V\ )) ii /u t 

par /Ses doigts ycohduoteurs traversarit Is'ehsiblementV^tpute la 

/s <X\fX N >*~ • yy NX 

region avec laquelle on souhaite etablir.un contact^ SX 

j> Xc Selon un mode xle- real isateLorf^de la presente invention, 

4y y> ' s^^O- — X^'x v x 'f^ ' \\ 

les^doigts conducteurs" sont des doigts^metalMques . Vi J ,X N\ 



n // X,. X ^X XXX, _ X^. " . \\ 

Selon' un mode de realisation' de la N presente invention^, 

/'// XX XXX^ Vx\ " \\ 

le composant^^eiruconducteur^ multic^llulaire et les 

rjonctioni/sont constibuees -de^plusi^eurs cylindres\ peirpendicu-. \ 

V / / // X XX XX'sXX.X " \\\ i - r' 1 

Vlaires/aux faces principal-es7;du; subs t>rafe v . \\ \. -X « ^ 



/ / Selon un mode- -^e^real^s^ion'p^l^la presente, invention, 

// ' VXV r'X ; ^^^X\ °. »: , UM 

libde \coniprenant">une y alternance de regidnss 

\y\ V"c|XtX'X ..... y\ \ \ J 





t^XioigtsXc 

t * » ClU SUDStldt .r " ■■ • « / / 

\ ^ ' \ \\ ~ ' // / 

<f n ^ Selon -un- mode de realisation de la presente invention, // 

• * \\\ /V/ • \,_xx // 

25 la^diode est\formee dans un substrat semiconducteur de^type N/ 
NX les" 7 doigts conducteurs^penetrant^ lesj^regions de type V N etant 
• \entouresXte y regions fbrtement dopees> de^t^e N. ^X\^X. // 




.Selon-. -un mode de realisation de la^presente invention, 

XX/ /; .r^x>X " yy 

le composant" est un^ vtransistor • bipola±re \\cdmprenant<.en' alter- 

\\ , .// ^/X V /v. XX ^XX ^. . • 

30 nance une>region d'-un' premier-', type de^ conduct ivi-te, une. region 




toute I'epaisseur du substrat et etant contactee par au moins un 
doigt conducteur, chacun de ces doigts conducteurs etant respec- 
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tivement cohnecte a une metallisation d'emetteur, a une metallx- 
sation de base, et a une metallisation de collecteur. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
le composant est un thyristor comprenant success ivement une 
5~ premiere regiori d'-urf premier type de conductivite; une deuxiemeV 
region du deuxieme type de conductivite, une troisieme regxon du 
premier type de conductivite et une quatrieme region du deuxxeme 
type de conductivite, chacune de ces regions s'etendant sur 
toute 1'epaisseur du substrat, un doigt conducteur s'etendant 
10 dans toute la premiere region, au moins un doigt conducteur 
' s'etendant dans toute la deuxieme region, - et au, moins un doxgt 
conducteur s'etendant dans toute la deuxieme region. 

- ^selon-un mode de realisation de la presente invent xon, 
dans le thyristor, le premier type de conductivite est-Yle type 
15 N et le deuxieme type de conductivite est >le type , P, la 
premiere region etant une region de cathode et la quatrxeme 
region une region d ■ anode, et des metallisations localises 
s'etendant verticalement entre la region de • gachette, et la 
region de cathode pour constituer des courts-circuits gachette- 

2 0 cathode localises. 

Ces objets, caracteristigues et avantages, axnsx que 
d'autres de la presente invention seront exposes en detail dans 
la description suivante de modes de realisation particuliers 
' J' faite<a-bitre non-limitatif en relation avec les- figures .goxntes 

25' parmi lesguelles : - 

les figures 1A et IB, decrites precedemment , sont une 
vue- en perspective et une vue en coupe schematique . d'une 
structure de diode verticale classique ; 

la' figure 2, decrite precedemment, est une vue en 
30 coupe schematique' d'-une ' structure de thyristor vertical 
' ; classique •; 

• • les figures -3 et : 4 - sont . des vues en ■ perspective 

schematiques de deux' modes de realisation d'une diode selon la 
presente invention ; 
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les figures 5A et 5B sont respectivement une vue en 

coupe schematique et un schema de circuit d'une diode selon la 
presente invention ; 

les. figTu^es^S^Wt"" 6B~sont^r.espectivement une vue en 

coupe schemat'ique et un -schema de - circuit Xd>Qm assemblage de 
diodes selbn la presente invention-; / '/ ^ - NX 

les<T£agures --7A=^et 7B sont "respectivement line, vue en 
coupe schematique et un schema de circuit d'lin autre assemblage 



^ de diodes selon la^pr^ente^ inv enti-Qn. T (/^ 
10y /^n X\/ les figures-"' 8A et 8B sont respect ivementX uhe;\ vue ^en 
• coupe> schematique et un . vV schema ; >de /vcircuit d<un x autre assemblages, 

vV^^ x\ x ^\ 



// de diodes /selon-. la preterite i-nventiofe;.^' . \\v-< • \\ 

// „ /// H6pvl 4°^r? r \\\ - \\ 



j! / -\ */ /les 1 -figures ^ !^ voe N en V\ 



ll ^coupe schematique et un^. u schema< de>cir,cuit d' un autre \assembl age 

// ' /// ' v^-u ^^iu^y// ( x^ \\\ *■ 

// 15 de diodes selon la presented invention .^^S^x \\ \ , 

/ / 'III Vm \ WA JjM^^A \\\ * 

i=r=z3 - ' I i les figures 10A. etr, lOB^sont— une ,\vue en ^perspective. 

I I ■ \f:^\ )^aSr^iZ "x— ^ . Ml 

X^ schematique et .ime'vue en,? coupe XL : ' unf transistor bipolaire selon! 

c< ^^ ii j : // ,^^X>><> iV XrX^XX // r L > ; XM';\\ ill-. t£?=^3 

• I \ \ le'sg^fi-gures/ 1-rA^et^-llB ^soht; I une< ,vue en perspective: 

\\ V^- ^ \ \ Comme yCel-a^est classique -dans Mle domaine 7 de .la repre- ;/ 

\\ . Aati^^&£i«eu«>I^^iS^^4e . S? fe£s jj 
\^'-- . .tracees a\l 1 echelle . Notamment, dans ces div^erses f igur^,,^/ les/y 

2 5, doineris ions lateral es ont ete beaucoup exagerees^par. rappTt aux/ 

\\ '/ X^ N^ \ ^.■■^ / \\^\> z// 1 

\\ directions verticales^X En effet, une ^plaquette de^ siPicium/ a 

V\ <y //^ \ ^ * // 

XcourammenU une epaisseur^ de 300 a. 500 ^nn - et *&tes^epaisseurs 

\\ *<J>A , ' ^" ■ xO 

plus elevees/pourront etre choisies pour une^mise* en oeuvre de 
1 ' invention X tandis^que« des motif s_ et udes \vias peuvent etre 
30 def inis^seloh des dimensions deU'oMfe^&e 1 a lO^^m^ 



La^^Ii;gure 3 est une .vue en perspective schematique 
d'une portion ; de ^"^S^^sjant— gemrcjSnitucCeur dans laquelle est 
realise un ensemble de cellules de diodes selon la presente 
invention. Les faces principales du composant correspondent aux 
3 5 faces superieure et inferieure d'une tranche semiconductrice et 
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la face vert icale, dont l'epaisseur est designee par e, corres- 
pond a l'epaisseur de la -tranche serniconduc trice . 

La jonction de chaque cellule de diode est realisee de 
fagon verticale dans l'epaisseur de la tranche serniconductrice. 
*' • En- figure 3, la ■ structure' est" realisee ' a partir d'une 

tranche de silicium 21 faiblement dopee de type N. Pour chaque 
cellule, une metallisation 22 en forme de plaque formee vertica- 
lement dans une tranchee s'etend sur toute la hauteur ou sur la 
plus grande partie de la hauteur de la tranche serniconductrice. 
Une region 23 de type P est adjacente a une partie de la tranche 

21 de type N et une metallisation 24 en forme de plaque s'etend 
verticalement dans une tranchee adjacente a ladite partie de la 
tranche" 2T de type N. Ainsi, la jonction' de" la diode'; est une 
jonction verticale entre les regions N et P 21 et 23. , 11 est 
seulement utile de prevoir entre la region N et la metallisation 

22 une tres fine couche de type N + (non representee) pour assu- 
rer le contact ohmiqae sans qu'il soit necessaire comme dans le 
cas des "diodes classiques de prevoir une region- N* epaisse. 
Ainsi, la chute de tension a l'etat passant dans la diode est 
reduite. ' • 

La figure 4 represente une variante actuellement pre- 
feree de topologie d'une diode multicellulaire selon la presente 

• invention, etant entendu que dans certains cas on pourra utili- 
ser une seule cellule de diode. La structure est a nouveau for- 

> mee dans un substrat 21 de type N dont l'epaisseur est designee 
par e. Les metallisations, au lieu de correspondre a des plaques 
' formees dans des tranchees paralleles sont constituees de doigts 
cylindriques . Une. fagon de realiser une telle structure est ;de 
: ' former a partir d'une surface de la tranche des premieres ouver- 
0 . -tures 22 s ' etendant de preference sur toute la hauteur e du 
substrat.- A partir de ces buvertures est formee -une diffusion 23 

• de type P, puis ces ouvertures • sont remplies de metal pour 
cons tituer des vias 22. Des deuxi ernes ouvertures 24, en quin- 
cdnce par rapport aux ouvertures - 22 , • s ' etendent egalement de 

5 preference sur toute la- hauteur du'- substrat . Une courte dif f u- 
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8 

sion N + (non representee) est formee a partir de ces deuxi ernes 
ouvertures qui sont reirplis de metal pour constituer des.vias 
24. Tous les vias 22 sont relies entre eux et tous les vias -2.4 
sont relies ent£e^et£p-p~^^^ d' anode et de 

cathode, non^r^presentees, des couches isolantes, non represent 



~ - - - - - — / w obtient entre ces 



10/ I 



tees, assurant les A isSlatioris^ necess^ires. . On o. 

,/y . .. ^\ \\\\ ; v jlUj a jjx /A' L/a » . x\ n - 

metal-lisationsV par^exemple respect xvementf forrnees ■ suroles faces 
superieure v et virif erieure de_la_ structure, urie^ dxc^de a ]onctions 
/^vertic^es a f aibl^^resistance--a-i^etat passanO ; et^de derisite 



<sJ N> " ^^Z^ ' — ^ ^ , ^ 

.bien, syperieure^ce^qui pourrait etre^-obtenu aved) me dx^qcfLe 

// . cla^ique ayloiietion li^ri zonule jftCe^ype d^^tpactufej present^ 

en outre /l>avantage d feviter^lesy problemes de\tenue en tensionV 




ita^ tout's autour -des 

I'll " .J^Al ^^<A n \\ V . 

zones ,21 de type N utxles u \La- strxicture • : peut\ alors se\voir coirime 

'- , / i , rc. L'-i t "X; — - c j \-\ \ > \ — ' 

^ une ' plaque condiac trices ":(me^^ desi '.puvertur.es 




structuW\d& : ^ fabrication 

^ ' \\\ ~ ' // / ' 

• ^pourra etr x e x modif ie . X/ /• < • ^C^ : / /- 

> 2 ; 5 ..T^J/ Dcfe^^e^qui suit, on utilises Xle^ terrne < ^vx:a n ®xi 

\\ "doxg^'vpour dfeigner^aussi bien les-elCT*ients en forme 'de plaqxie 
^de la^xgrure 3 que '"les.^lements ^en^ forme de doigt^ dV la ^fi^ure 

La^fxgure ;?5A- represente une \nxe\ x ertx>cbupe plus detail- 
30 lee d'uh^vstructure^teire que* eel le des- figures 3<et 4. De memes 
elements qu f 'en^f igures 3 et 4 sont de s i gn6 s^ par les memes refe- 
rences-. Les ref erCTfc^^2£^et— 2%^§sXg^enC des couches isolantes . 
La couche isolante 26 sur, la face .superieure du substrat 
recouvre toutes les regions -N et la couche isolante 27 , sur la 
3 5 face inf erieure du substrat recouvre. ..toutes les regions P. Une 
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metallisation Ml de face superieure est en contact avec tous les 
vias 22 en contact avec les regions de type P 23 et une metallx- 
sation de face inferieure M2 est en contact avec tous les vxas 
24 en contact avec les regions de type N* 25, elles-memes en 
contact avec "des portions du substrat N 21. : ' 

• Dans 1-exertple de la figure 5A, on a represents les 
vias de la couche superieure come des vias sensiblement traver- 
sants et les vias de la couche inferieure comme des vxas non 
traversants. Toutefois, d'autres options pourront etre prxses 
selon les technologies de fabrication choisies. 

La figure 5B represente le schema equivalent de la 
structure de la figure 5A entre les metallisations Ml.et"M2. 
Seiorf uff -avahtage' de la presente invention,' la 'surface de D onc- 
tion de 1- ensemble des cellules de diodes en parallele pent etre 
bien superieure a la surface de la puce conteriant ces cellules 
de diodes, et ce d'autant plus que 1'on pourra utiliser des 
tranches semiconductrices plus epaisses que cela n'est usual. Un 
autre avantage de ce type, de fabrication est qu'-il est possible 
de realiser plusieurs composants selon 1' invention sur 
tranche, chacun de ces composants pouvant facilement etre 
entoure, si cela est utile, de murs isolants formes de toute 
facon choisie. 

• - Les • figures 6A et 6B represented une -vue en coupe 

schematique et un schema equivalent de deux diodes, ou cellules 
5 de diode Dl et D2 en serie (montage tandem) formees dans un 
substrat semiconducteur 30 de type N. En figure 6A, la dxode de 
gauche- comprend deux doigts conducteurs presque traversants .31 
et 32 partant tous deux de la face superieure. Le doxgt 31 est 
• .entoure d'une region P 33 et iV doigt 32 est entoure d'une 
0 - region 34. La diode de droite comprend un doigt conducteur 35, 
partant de 'la face superieure ' entoure d'une region P 36- et. un. 
- doigt conducteur 37 partant de. !*■ face inferieure entoure d'une 
region N* 38. Des • couches isolantes sont real i sees de fagon 
.qu'une metallisation superieure Ml est 'en contact avec le- doxgt 
5 31 une metallisation isolee M3 relie les doigts conducteurs 32 
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et 35 et une metallisation de ;face .inferieure M2 est en contact 
avec le doigt conducteur 37 . 



Comme cela est represents en vue en coupe partielle en 




teur 43 partant^ de la surface . inf erieure*<est entoure d'une 
region 44 de type ^r^^&z^^^^33^o^-^ face superieure est 
en * contact avec le doigt 41 et une metallisation M2 de face 
inferieure est en contact avec le doigt 43 . . 



1er depot*' 



11 



10 



La figure 9A est une vue en coupe et la figure 9B est 
un schema de circuit d'un montage de deux diodes en anti- 
parallele. Les deux diodes sont formees dans un substrat de type 
N 50. La diode de gauche comprend un doigt conducteur 51 entoure 
d -une region P '52," solidaire d'une metallisation superieure Ml. 
Un doigt conducteur 53 entoure d'une region N* 54 est solidaire 
d'une metallisation inferieure M2. A 1" inverse, la diode de 
droite comprend un doigt conducteur 55 . entoure d'une region de 
type N* 56 solidaire de la metallisation superieure Ml et un 
doigt conducteur 57 entoure d'une region N + 58 solidaire de la 
metallisation inferieure M2 . Les deux diodes sont separees par 

un mur isolant 59 . 

"Dans les diverses" figures , ' les • doigts - sont illustres 

comme traversants ou non. Cela depend des modes de realisation 
15 et des technologies de fabrication choisies. Dans le cas de 
doigts traversant, leur extremite non connectee a un contact est 
isolee . 

'Les figures 10A et 10B ■ representent une vue en 
perspective partielle et une vue en coupe d'une realisation 
selon 1' invention d'un transistor bipolaire. Ce transistor 
bipolaire est forme dans un substrat de type N 60 .et comprend 
une region d'emetteur 61 fortement dopee de type N autour d'un 
' doigt conducteur central 62 s ' etendant sur toute ou sensiblement 
toute l'epaisseur du' substrat. Une region de base 63 de type P 
est disposee autour de 1'emetteur,- entre 1 ' emetteur et une 
region de collecteur correspondant au substrat ■ 60 . ■ Comme le 
montre mieux la figure 10B, des doigts conducteurs 64 partant.de 
la face • inferieure sont entoures de regions N + 65 et servent/ de 
..contact- de collecteur. Une metallisation intermediate - MWu 
cote de la face superieure est solidaire de doigts conducteurs 
: 66 faisant contact avec la region de base . 63. Comme l'illustre 
• la figure- 10A, les doigts conducteurs 66 sont espaces les uns 
des autres a la fagon d'une grille pour permettre un bon 
fonctionnement de la base. Par centre, dans une realisation du 
35 type de celle de la figure 4, les doigts 64 pourront en fait 
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constituer un cylindre conducteur entourant couplet ement la 
cellule de transistor representee. ■ • 



Les figures 11A et 11B illustrent une structure de 




sation s ' appli'quent a d'autres modes de- realisation. 

De meme <gue I 1 on a illustre en figures 3, .4. et. 5A des 
3 5 assemblages de cellules de diode en .parallele, on pourra par 
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repetition d'un motif realiser des thyristors ou des transistors 
multicellulaires. Chacune des cellules pourra etre realisee k 
partir de trahchees paralleles come en figure 3 ou etre a 
geometrie cylindrique, come en figure 4. On pourra bien entendu 
choisir des cylindres a section non cir'culaire, par exemple 
polygonale. De meme, de nombreuses associations de composants 
pourront simplement etre realisees dans un meme substrat, 
separees ou non par des murs d'isolement. 

D" autre part, de nombreux modes de realisation appa- 
raitront a l'homme de l'art et seront possibles en fonction de 
1' evolution de la technique, la realisation de doigts conduc- 
teurs ou de plagues formees dans des tranchees n^etant que des 
examples d'approches possibles a la. realisation des structures a 
jonctions verticales decrites. 

On notera que, comme une plus grande densite de compo- 
sants est obtenue avec des composants a jonctions verticales 
selon la presente invention qu'avec des composants classiques a 
jonctions horizontals, plus de chaleur sera generee par unite 
de surface quand ces composants sont passant s. (encore que la 
chute de tension a l'etat passant est plus faible grace a 
1- optimisation possible de l'epaisseur de la couche de tenue en 
tension inverse) , Toutefois, cette chaleur pourra etre 
avantageusement extraite grace aux doigts conducteurs 
traversants. En effet, des doigts metalliques ont; une 
conduct ivite thermique 2 a 3,5 fois plus elevee que le volume 
equivalent de silicium. Ces doigts pourront occuper une surface 
importante et notamment les "doigts" peripheriques pourront 
occuper toute la surface libre entre les cellules elementaires 
d'un composant. 
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KEVENDICATIONS 




1. Composant semiconductor caracterise en ce que les 
jonctions actives^^ a la surface 

d'une puce semfe^Kactr ice sensiblement st^^qute 1' epaisseur de 

celle-ci.^^ <vOA ^ TF F/t? V* 

afcS-elht^Wlfecbri^ la revendicatron 1, 

dcfes leq^ej^^z-i^itacts avec les regions c deyant^ etre comectees 

ve%san|'' ^sensiblem 

toutlfel^region^^^ c^ntacts\ 
<^Ji_^ 3 .^oifedsantAsemiconducteur^ selo^xla revendication *2>, 

^> ■ / "-i.it ,. >^J^_^/: ^NXs A^_. \\ 



,sont p^s^par des^Gig^I^m^^u^ traversari^ ^sensibl^ient 




cyl|ridres j/perper^icul^res 

— 3 /du substrat. 

I 



palefe/du substrat. Cf^W^^S^ \\\ ' V^M U 

/ / / 5. Diode„_ sel'onls ia^rev^i:ca^ion\\ 1, coirip'renarit tune U 




relies aVunexmetallisation sur 1' autre face du/ subs t rat . £ ^ 
^ . 6k s Diode selon la revendication/yS,/ formee^dans ym 

\^ subs^rat semi^onc^teur de type N^dans^laquelle les* dc^gts 
2 5^condudteurs ^^t^^^^ZS^S^^^^^ N sontx^eritb^es^ de 



.Xegions-=C2S)^ fortement do]?eeir de^type N. ^ ; <\V^ ^ 

7^-4'ransistor bipolaire seion^laC'rev'endi^atlon 1, 
comprenant en "a^ternahee ufie /regi^O ["^'premier type de conduc- 
tivite (611^^une region* d 1 l urr dfeuxieme type^dp^pohductivite (63), 
3 0 et une region""c3^^ (60), chacune de 

ces regions s \ e tendant sur" Fou t e 1' epaisseur du substrat et 
etant contactee par au moins un doigt conduc teur, chacun de ces 
doigts conducteurs (62, 66, 64) etant respectivernent connecte a 
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une metallisation d'emetteur (Ml), a une metallisation de base 
(M3>, et a une metallisation de collecteur (M2) . 

8. Thyristor selon la revendication 1, comprenant 
success ivement une premiere region d'un premier type de conduc- 
tivite (72) , une deuxieme region* du deuxi'ertie type'de conducti- 
vity.^), une troisieme region du premier type de conductivity 
(70) et une quatrieme region du deuxieme type de conductivity 
(76), chacune de ces regions s'etendant sur toute l'epaisseur du 
substrat, un doigt conducteur (71) s'etendant dans toute la 
premiere region, au moins un doigt conducteur (74) s'etendant 
dans toute la deuxieme region, et au moins un doigt conducteur 
(75) s'etendant dans toute la deuxieme region. 

9. Thyristor selon la revendication 8, 'dans lequel le 
premier type de conductivity est le type N, et le deuxieme type 
de conductivity est le type P, la premiere region etant une 
region de cathode et la quatrieme region une region d' anode, et 
dans lequel des metallisations localisees (77) s'etendent verti- 
calement entre la region de gachette et la region de cathode 
pour constituer des courts-circuits gachette-cathode localises. 
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Fig 10A 



60 



66 63 61 62 61 Ml 

2 



60 

1 




M2 



Fig 10B 



1 er depdt 




re<?ue le 19/01/04 



. 1/1 




tMSTITUT 
HATICMAt DC 

IHC-USTFi 1CLI.C 



BREVET DTNVENTION 

CERTIFICAT D'UTILITE 



Designation de Tinventeur 



Vos references pour ce dossier 



N°D'ENREGlSTREMENT NATIONAL 



TITRE DE L1NVENTION 



LE(S) DEMANDEUR(S) OU LE(S) 
MANPATAIRE(S): 



B6273 



DESIGNE(NT) EN TANT 
QU'INVENTEUR(S): 



COMPOSANT SEM1CONDUCTEUR ACT1F A SURFACE REDUITE 



invent e ur 1 
Nom 



Prenoms 



Rue 



Code postal et ville 



Societe d'appartenance 



MORAND 



JEAN LUC 



20, RUE DE LA FOSSE MARINE 



37100 TOURS 



La loi n«78-17 du 6 ]anvier 1978 relative a linformatique aux nchiers et aux libertes s'applique aux reponses faites a ce formulalre. 
EHe garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de I INPI. 

Signe par 

Siqnataire* FR, Cabinet Michel de Beaumont, M.De Beaumont 
Emetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0 

Fonction 

Mandataire agree (Mandataire 1) 



